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	IDENTIFICAÇÃO
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	Nome  
Materiais Eletrônicos
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-x-

	Centro
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	Duração (semanas)
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	Sem./Ano
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	03
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	EMENTA

	- Teoria da condução elétrica nos sólidos (Metais e Semicondutores).
- Princípio de funcionamento de dispositivos semicondutores.
- Técnicas de crescimento de monocristais (Si e GaAs). 
- Crescimento epitaxial.
- Dosagem de impurezas em monocristais de Silício.
- Preparação de lâminas para a tecnologia planar.
- Supercondutividade.
- Materiais dielétricos e piezoelétricos.
- Cerâmicas eletro-óticas.
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	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas teóricas)
	No de Horas-Aula

	1. Propriedades elétricas dos materiais (teoria de bandas – condutividade elétrica nos sólidos)
2. Semicondutores – (definição) – dispositivos semicondutores – fotocondutividade
3. Da sílica ao silício eletrônico – (silício de grau metalúrgico e técnicas indiretas de purificação do Si de grau eletrônico)
4. Técnicas de crescimento de monocristais de silício (processo czochralski (cz) e processo de fusão zonal flutuante (fz))
5. Técnicas de crescimento de monocristais de GaAs (forno horizontal de Bridgman e processo cz com encapsulamento por líquido)
6. Crescimento epitaxial (LPE, VPE, MOVPE e epitaxia por feixe molecular)
7. Silício amorfo hidrogenado (deposição química por vapor assistida por plasma e aplicações)
8. Dosagem de impurezas em monocristais de Si (processo czochralski e procedimentos para homogeneizar a distribuição de impurezas no processo FZ)
9. Preparação de lâminas para a tecnologia planar (usinagem, corte, lapidação e polimento)
10. Supercondutividade
11. Cerâmicas eletro-óticas
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	Aulas práticas
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